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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 
(fj) Halbleiterbauelement 

(57) Bei einem Halbleiterbauelement mit einem aus mehre- 
ren Schichten aufgebauten Bauelementkorper weisen die 
auf einem thermischen Siliciumoxid (2) angeordneten 
Pads (3) eine Nickelschicht (4) auf. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mit. ei- 
nem aus mehreren Schichten aufgebauien Bauelementkor- 
per, de-r eine Siliciumoxidschicht aufweist auf welcher leit- 5 
fahige Pads zum AnschluB von AnschluBdrahtchen vorgese- 
hen sind. 

Unter Pads werden aligemein AnschiuBkontaktstellen am 
Bauelementkorper verstanden, an denen AnschluBdrahtchen 
angebracht werden konnen, die zur elektrischen Verbindung 10 
des Halbleiterbauelements (Chips) mit anderen elektrisch 
ieitenden Bereichen der Umgebung dienen. 

Urn die AnschluBdrahtchen auf den Pads befestigen zu 
konnen, ist es erforderlich, die Metallisierung der Pads auf 
die enisprechende Montagetechnik abzusummen. Bei der 15 
sogenannien Wirebond-Montage, bei welcher die Verbin- 
dung mittels Ultraschall und g eg ebenen falls zusatzlicher 
Tcmpcratur gcschaffcn wird, wird ublichcrwcisc als Metal- 
lisierung fur die Pads eine Aluminiurnlegierung in der Form 
AISi 1 . AlCuO,5, AlSiCu verwendet. Diese Melaliisierungen 20 
bcfindcn sich direki auf Silicium, Siliciumdioxid, Titan oder 
anderen Diffusionsbarrieren, die als Sperrschicht dienen, 
oder konnen sich auch direkt auf aktiv geschalleten Struktu- 
rcn befinden. Als weiiere Montagetechnik ist die Lottechnik 
bekannL die insbesondere bei der Flip-Chip-MonLage, bei- 25 
spiclsweise auf Leadframe, B all-Grid- Array-Substrat oder 
cineni PC-Board verwendet. wird. Da Kupfer jedoch eine 
hohc Di ffusions- und Migrationsneigung hat, erfordert der 
Einsatz von Kupferpads die Notwendigkeit einer Diffusi- 
onssperre, um das Eindringen des Kupfers in den Chipauf- 30 
bau zu verhindern. Hierzu wird ublicherweise eine Titan-, 
Til an- Wolfram- oder Titan-Nitrit-Basis verwendet. 

Nachieilig is! bei diesen bekannten Pad-Metallisierungen, 
daB sie nur fur jeweils eine Montagetechnik geeignet sind, 
so daB bei vcrschiedenen Bausteinarten entweder zwei ver- 35 
schicdene Moniaeelinien oder kostspielige Umriistungen 
der bcsiehenden Montagelinie erforderlich sind. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Halblcilerbauelcmem gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 zu schaften, welches sowohl lotfahig als auch wi- 40 
rcbondfahig ist 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merk- 
niale des Anspruchs ] gelost. Vorteilhafte Ausfuhrungsfor- 
incn der Erfindung sind in den weiteren Anspruchen be- 
schrieben. 45 

Bcim erfindungsgcmaBen Halbleiterbauelement weisen 
die Pads eine Nickelschicht auf. Eine derartige Nickel- 
schicht isi sowohl loifahig als auch wirebondfahig, so daB 
die beiden enlsprcchcnden Artcn von Montagetechniken 
bzw. Fertigungslinicn verwendet werden konnen. Dariiber 50 
hinaus ist Nickel ein Metall, das unier Umstanden auch eine 
Befestigung des Anschlusses mittels Leitkleber an den Pads 
ermoglicht. Von Voneil ist, daB Nickel eine geringe Diffusi- 
onsneigung hau so daB es selbsi als Diffusi onssperre wirkt 
und daher direki auf das Siliciurnoxid aufgebracht werden 55 
kann. 

GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist die Nickelschicht von einer oxidationsverhindem- 
den Deckschichi aus leitendem Metall bedeckt. Besonders 
vorteilhaft ist es hierbei, wenn diese Deckschicht. aus Palla- 60 
dium mit einer Dicke von 0,05 bis 03 urn, aus Gold mit ei- 
ner Dicke von 0,1 bis 0,4 um oder aus einer Kombination ei- 
ner Palladium- und Goldschicht mil einer Palladiumdicke 
von 0,05 bis 0,3 um und einer Golddicke von 20 bis 100 nm 
bcsicht. Mi tic Is cincr deranigen Deckschicht kann die Kor- 65 
rosion des Nickels zuverlassig verhindert werden. Weiterhin 
kann auf einen Underfill bei der Rip- Chip- Montage ver- 
zichtet werden. d. h. auf eine Ausfullung von Spalten zwi- 
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schen dem Bauelemenikorper und der damnterliegenden 
Tragerschicht, beispielsweise mittels SilikongeL 

Von Vorteil ist weiterhin, daB Nickel, Palladium und Gold 
Standard-Targets fur Sputter- A nlagen und damit kostengiin- 
stiger als komplexe Mehrlegierungstargets sind. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen 
beispielhaft naher erlautert. Diese zeigt in der einzigen Figur 
in schemarischer Weise einen Vertikaischniti durch ein 
Halbleiterbauelement. im Bereich eines Pads. 

Das dargestellte Halbleiterbauelement besteht aus einer 
Basisschicht 1 aus Silicium, die von einer daruberliegenden 
Siliciumoxidschicht 2 bedeckt ist. Im Bereich' eines Pads 3 
ist die Siliciumoxidschicht 2 im Vergleich zu den Umge- 
bungsbereichen etwas erhdht. Auf dem erhdhten Bereich der 
Siliciumoxidschicht 2 ist eine Nickelschicht 4 mit einer 
Dicke von 0,5 bis 2 urn aufgebracht. Diese Nickelschicht 4 
ist wiederum von einer Deckschicht 5, beispielsweise aus 
Palladium mit cincr Dicke von 0,05 bis 0,3 um, bedeckt. 

In den Seitenbereichen neben dem Pad 3 ist die Silicum- 
oxidschicht 2 von einer weiteren Siliciumoxidschicht 6 
iiberdeckt, welche mittels CVD-Verf ahren (Chemical Vapor 
Deposition) aufgebracht wird. 

Diese gesamte Anordnung wird bei der Herstellung des 
Bauelements mit einer weiteren Scbutzschicht 7 uberdeckt, 
die beispielsweise aus Siliciiminilrid beslehen kann. Diese 
Schutzschicht 7 wird anschlieBend im Bereich des Pads 3 
wieder abgeatzt, so daB die Pad-Metllisierung freiuegt 

Bezugszeichenliste 

1 Basisschicht aus Silicium 

2 Siliciurnoxid 

3 Pad 

4 Nickelschicht 

5 Deckschicht 

6 Siliciumoxidschicht 

7 Schutzschicht 

Patentanspruche 

1. Halbleiterbauelement mit einem aus nieiireren 
Schichten aufgebauten Bauelemenikorper, der mermi- 
sches Siliciurnoxid (2) aufweist, auf welcher leitfahige 
Pads (3) zum AnschluB von Kontakten vorgesehen 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Pads (3) eine 
Nickelschicht (4) aufweisen. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichneu daB die Nickelschicht (4) von einer oxi- 
dation sverhindernden Deckschicht (5) aus leitfahigem 
Metall bedeckt ist. 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Nickelschicht (4) 0,5 bis 
2 um dick ist. 

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Deckschicht (5) aus Pal- 
ladium besteht und eine Dicke von 0,05 bis 0,3 um hat. 

5. Halbleiterbauelemeni nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet daB die Deckschicht (5) aus 
Gold besteht und eine Dicke von 0,1 tfis 0,4 um hat. 

6. Halbleiterbauelemeni nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Deckschichi (5) aus ei- 
ner Palladiumschicht mit 0,05 bis 0,3 um Dicke und ei- 
ner daruber angeordneten Goldschicht mit 20 bis 
100 nm Dicke besteht. 
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